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(57)摘要

本发明公开了一种静电辅助外延生长的方

法，静电辅助外延生长的方法具体为在生长过程

中将待处理产品置于静电载盘上，使产品表面带

有静电，通过静电吸附的原理将前物体吸附在产

品上，加快反应，静电载盘和真空腔室保持绝缘，

真空腔室接地，保持零电位，静电载盘和高压直

流电源一个电极相连，静电载盘和高压直流电源

之间连接放电电阻，高压直流电源另一个电极接

地，高压直流电源另一个电极和地之间连接放电

电阻，静电载盘的带电类型可根据需要时时转

化，高压直流电源提供的电压可根据需要时时调

控，调控范围-1kV到+1kV；该一种静电辅助外延

生长的方法，静电提供的电场有助于外延反应的

进行，从而降低对产品自身温度的需求，即达到

降低反应温度的效果。
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1.一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，静电辅助外延生长的方法具体为在生

长过程中将待处理产品置于静电载盘上，使产品表面带有静电，通过静电吸附的原理将前

物体吸附在产品上，加快反应。

2.根据权利要求1所述的一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，所述静电载盘和

真空腔室保持绝缘，真空腔室接地，保持零电位。

3.根据权利要求1所述的一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，所述静电载盘和

高压直流电源之间连接放电电阻。

4.根据权利要求1所述的一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，高压直流电源另

一个电极和地之间连接放电电阻。

5.根据权利要求1所述的一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，静电载盘的带电

类型可根据需要时时转化。

6.根据权利要求1所述的一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，高压直流电源提

供的电压可根据需要时时调控，调控范围-1kV到+1kV。

7.根据权利要求1所述的一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，静电载盘和高压

直流电源一个电极相连。

8.根据权利要求1所述的一种静电辅助外延生长的方法，其特征在于，高压直流电源另

一个电极接地。
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一种静电辅助外延生长的方法

技术领域

[0001] 本发明属于微纳米薄膜领域，特别涉及一种静电辅助外延生长的方法。

背景技术

[0002] 化学气相外延技术可任意改变膜层的导电类型及掺杂浓度，广泛应用在半导体，

面板，发光二极管及光伏等高科技领域。

[0003] 然而通常化学气相外延设备需要很高温度，生长速率也非常慢，导致产品成本居

高不下，为此，我们提出一种静电辅助外延生长的方法。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种静电辅助外延生长的方法，可以有效解决背景技

术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为：

[0006] 一种静电辅助外延生长的方法，静电辅助外延生长的方法具体为在生长过程中将

待处理产品置于静电载盘上，使产品表面带有静电，通过静电吸附的原理将前物体吸附在

产品上，加快反应。

[0007] 优选的，所述静电载盘和真空腔室保持绝缘，真空腔室接地，保持零电位。

[0008] 优选的，所述静电载盘和高压直流电源之间连接放电电阻。

[0009] 优选的，高压直流电源另一个电极和地之间连接放电电阻。

[0010] 优选的，静电载盘的带电类型可根据需要时时转化。

[0011] 优选的，高压直流电源提供的电压可根据需要时时调控，调控范围-1kV到+1kV。

[0012] 优选的，静电载盘和高压直流电源一个电极相连。

[0013] 优选的，高压直流电源另一个电极接地。

[0014] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：该静电辅助外延生长的方法，旨在提

高化学气相外延膜层生长速率，和/或降低的反应温度，进而降低产品成本，是在生长过程

中将待处理产品置于静电载盘上，使产品表面带有静电，通过静电吸附的原理将前物体吸

附在产品上，进而加快反应，静电提供的电场有助于外延反应的进行，从而降低对产品自身

温度的需求，即达到降低反应温度的效果。

附图说明

[0015] 图1为本发明静电辅助外延生长的方法示意图。

具体实施方式

[0016] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合

具体实施方式，进一步阐述本发明。

[0017] 一种静电辅助外延生长的方法，该静电辅助外延生长的方法具体为在生长过程中
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将待处理产品置于静电载盘上，使产品表面带有静电，通过静电吸附的原理将前物体吸附

在产品上，加快反应。

[0018] 静电载盘和真空腔室保持绝缘，真空腔室接地，保持零电位，所述静电载盘和高压

直流电源之间连接放电电阻，高压直流电源另一个电极和地之间连接放电电阻，静电载盘

的带电类型可根据需要时时转化，高压直流电源提供的电压可根据需要时时调控，调控范

围-1kV到+1kV，静电载盘和高压直流电源一个电极相连，高压直流电源另一个电极接地；

[0019] 该静电辅助外延生长的方法，旨在提高化学气相外延膜层生长速率，和/或降低的

反应温度，进而降低产品成本，是在生长过程中将待处理产品置于静电载盘上，使产品表面

带有静电，通过静电吸附的原理将前物体吸附在产品上，进而加快反应，静电提供的电场有

助于外延反应的进行，从而降低对产品自身温度的需求，即达到降低反应温度的效果。

[0020] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术

人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变

化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其

等效物界定。
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图1
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